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[57]申請專利範圍
1.　一種 7T雙埠 SRAM，包括：一記憶體陣列，該記憶體陣列係由複數列記憶體晶胞與複
數行記憶體晶胞所組成，每一列記憶體晶胞與每一行記憶體晶胞均包含有複數個記憶體

晶胞(1)；以及複數個控制電路(2)，每一列記憶體晶胞設置一個控制電路(2)；其中，每一
記憶體晶胞(1)更包含：一第一反相器，係由一第一 PMOS電晶體(P1)與一第一 NMOS電
晶體(M1)所組成，該第一反相器係連接在一電源供應電壓(VDD )與一第一低電壓節點
(VL1)之間；一第二反相器，係由一第二 PMOS電晶體(P2)與一第二 NMOS電晶體(M2)
所組成，該第二反相器係連接在該電源供應電壓(VDD )與一第二低電壓節點(VL2)之間；
一儲存節點(A)，係由該第一反相器之輸出端所形成；一反相儲存節點(B)，係由該第二
反相器之輸出端所形成；以及一第三 NMOS電晶體(M3)，係連接在該儲存節點(A)與對
應之一寫入用位元線(WBL)之間，且閘極連接至對應之一寫入用字元線(WWL)；一第一
讀取用電晶體(M4)，該第一讀取用電晶體(M4)之源極、閘極與汲極係分別連接至一第二
讀取用電晶體(M5)之汲極、一讀取用字元線(RWL)與一讀取用位元線(RBL)；以及一第二
讀取用電晶體(M5)，該第二讀取用電晶體(M5)之源極、閘極與汲極係分別連接至接地電
壓、該第二反相器之輸出(節點 B)與該第二讀取用電晶體(M5)之源極；其中，該第一反
相器和該第二反相器係呈交互耦合連接，亦即該第一反相器之輸出端(即儲存節點 A)係
連接至該第二反相器之輸入端，而該第二反相器之輸出端(即反相儲存節點 B)則連接至
該第一反相器之輸入端；而每一控制電路(2)更包含：一第四 NMOS電晶體(M21)、一第
五 NMOS電晶體(M22)、一第六 NMOS電晶體(M23)、一第七 NMOS電晶體(M24)、一
第八 NMOS電晶體(M25)、一第九 NMOS電晶體(M26)、一第十 NMOS電晶體(M27)、
一第十一 NMOS電晶體(M28)、一第十二 NMOS電晶體(M29)、一第三 PMOS電晶體
(P21)、一第四 PMOS電晶體(P22)、一第三反相器(I21)、一延遲電路(Delay)以及一寫入
控制信號(CTL)所組成；其中，該第四 NMOS電晶體(M21)之源極係連接至該第七 NMOS
電晶體(M24)之汲極，而閘極與汲極連接在一起並連接至該第一低電壓節點(VL1)；該第
五 NMOS電晶體(M22)之源極、閘極與汲極係分別連接至接地電壓、一反相待機模式控
制信號(/S)與該第二低電壓節點(VL2)；該第六 NMOS電晶體(M23)之源極、閘極與汲極
係分別連接至該第二低電壓節點(VL2)、一待機模式控制信號(S)與該第一低電壓節點
(VL1)；該第七 NMOS電晶體(M24)之源極連接至接地電壓，而閘極與汲極連接在一起並
連接至該第四 NMOS電晶體(M21)之源極；該第八 NMOS電晶體(M25)之源極、閘極與
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汲極係分別連接至該第一低電壓節點(VL1)、該反相待機模式控制信號(/S)與該第九 NMOS
電晶體(M26)之汲極；該第九 NMOS電晶體(M26)之源極係連接至接地電壓，而閘極與汲
極連接在一起並連接至該第八 NMOS電晶體(M25)之汲極；該第十 NMOS電晶體(M27)
之源極、閘極與汲極係分別連接至接地電壓、該第十一 NMOS電晶體(M28)之汲極與該
第九 NMOS電晶體(M26)之閘極；該第十一 NMOS電晶體(M28)之源極、閘極與汲極係
分別連接至該第十二 NMOS電晶體(M29)之汲極、該寫入控制信號(CTL)與該第十 NMOS
電晶體(M27)之閘極、該第三 PMOS電晶體(P21)之汲極和該第四 PMOS電晶體(P22)之汲
極；該第十二 NMOS電晶體(M29)之源極、閘極與汲極係分別連接至接地電壓、該第三
反相器(I21)之輸出端與該第十一 NMOS電晶體(M28)之源極；該第三反相器(I21)之輸入
連接至該延遲電路(Delay)之輸出，而該第三反相器(I21)之輸出則連接至該第十二 NMOS
電晶體(M29)之閘極；該延遲電路(Delay)之輸入連接至該寫入控制信號(CTL)與該第三
PMOS電晶體(P21)之閘極和該第十一 NMOS電晶體(M28)之閘極；該第三 PMOS電晶體
(P21)之源極、閘極與汲極係分別連接至一電源供應電壓(VDD )、該控制信號(CTL)、與
該第四 PMOS電晶體(P22)之汲極和該第十一 NMOS電晶體(M28)之汲極；而該第四
PMOS電晶體(P22)之源極、閘極與汲極係分別連接至該電源供應電壓(VDD )、該第三反
相器(I21)之輸出與與該第三 PMOS電晶體(P21)之汲極和該第十一 NMOS電晶體(M28)之
汲極；其中，該反相待機模式控制信號(/S)係由該待機模式控制信號(S)經一第四反相器
而獲得；且其中，該寫入控制信號(CTL)為一寫入致能(Write Enable，簡稱WE)信號與對
應之字元線(WL)信號的及閘(AND gate)運算結果，亦即僅於該寫入致能WE信號與該對
應之字元線WL信號均為邏輯高位準時，該寫入控制信號(CTL)方為邏輯高位準。

圖式簡單說明

第 1a圖　係顯示習知之靜態隨機存取記憶體，第 1b圖係顯示習知 6T靜態隨機存取記憶
體晶胞之電路示意圖；

第 2圖　係顯示習知 6T靜態隨機存取記憶體晶胞之寫入動作時序圖；

第 3圖　係顯示習知 5T靜態隨機存取記憶體晶胞之電路示意圖；

第 4圖　係顯示習知 5T靜態隨機存取記憶體晶胞之寫入動作時序圖；

第 5圖　係顯示習知 8T雙埠靜態隨機存取記憶體晶胞之電路示意圖；

第 6圖　係顯示本創作較佳實施例所提出之電路示意圖；

第 7圖　係顯示第 6圖之本創作較佳實施例之寫入動作時序圖。
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